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性を調べた。 MgO 基板上に7000Cで成膜した薄膜は室温で39μQ ・ cm というバルク材料に匹敵する導電率を得た。
また RU02 薄膜を下部電極とした SrBiTiO/Ru02/MgO 構造を製作し、 Pt 電極上に形成したものより高い誘電率
の SrBiTiO 薄膜を得ることに成功した。
また、レーザーアプレーションによる SrRu03 薄膜の低温成長を試み、電子デバイスへ応用可能な薄膜を400 0C と
いう低温で作製することに成功した。 SrRuOa 薄膜を低温で成長することは、 SrRuOa/SrTiOa /SrRu03 構造等の
キャパシタにおいて SrTiO a 薄膜の誘電特性劣化を防止するためにも有利であるo さらに、 Al/SrTiO:l/SrRu03 構











素が多数ある。論文では、まず、 RU02 の PLD 成長機構の研究で大きな成果を得ている。 Ru および O 原子がレーザー





次世代エレクトロニクスへの展開を鑑みて酸化物導体薄膜の低温 PLD 成長に関する研究がおこなわれた。 RU02 、
SrRu03 薄膜ともに4000Cを境に高温側では緩やかに結晶性が向上、低温側では急激に劣化することが判明した。た
だし3500C の低温まで RHEED には結晶秩序が確認された。成長温度と共にキャリヤ密度が増大して伝導率が向上し
た。移動度には変化が殆ど見られないことも興味ある結果である。なお、 400 0C の PLD エピタキシは世界の低温成
長の記録である。 SrRu03/STO/SrRu03 構成キャパシターの誘電率一電圧特性を SrRu03/STO/Al の特性と比
較する新しい計測法を使い SrRu03 の仕事関数を見積もることに成功した。
効果の実証として SrBi 4 Ti 4 015/Ru02 系の平行平板キャパシターを試作して満足のいく容量値をデモンストレー
トし t:.. 。
以上の内容は ~U02 、 SrRu03 導電性薄膜や PLD の科学技術に関する先駆的な研究成果であると同時に、酸化物
エレクトロニクスの今後の進展に多大な貢献をするものであり、博士(工学)の学位論文として価値のあるものと認
める。
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